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【手続補正書】
【提出日】令和3年3月3日(2021.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を処理する方法であって、
　金属含有層を上に有する基板を処理チャンバ内に設けることと、
　前記基板をガスパルスシーケンスに暴露して、プラズマがない状態で前記金属含有層を
エッチングすることであって、前記ガスパルスシーケンスが、任意の順序で、
　ハロゲン含有ガスを含んでいる第１の反応ガスに前記基板を暴露することとであって、
前記ハロゲン含有ガスが、ＴｉＦ４、ＴｉＣｌ４、ＴｉＢｒ４、及びＴｉＩ４からなる群
から選択されるチタンハロゲン化物を含み、
　アルキルアルミニウムを含んでいる第２の反応ガスに前記基板を暴露することと、
を含むことと、を含む方法。
【請求項２】
　前記金属含有層が、ＴｉＯ２、ＴｉＮ、ＨｆＯ２、ＨｆＮ、ＺｒＯ２、ＺｒＮ、又はそ
れらの組み合わせを含んでいる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アルキルアルミニウムが、ＡｌＭｅ３、ＡｌＥｔ３、ＡｌＰｒ３、及びＡｌＢｕ３

からなる群から選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】



(2) JP 2020-520125 A5 2021.4.15

　前記基板の温度が、約３００℃～約５００℃である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　基板を処理する方法であって、
　暴露された第１の材料層及び暴露された第２の材料層を有する基板を処理チャンバ内に
設けることと、
　前記基板をガスパルスシーケンスに暴露して、追加の材料層を前記暴露された第１の材
料層上に選択的に堆積するが、前記暴露された第２の材料層上には堆積しないことであっ
て、前記ガスパルスシーケンスが、任意の順序で、
　ハロゲン含有ガスを含んでいる第１の反応ガスに前記基板を暴露することと、
　アルキルアルミニウムを含んでいる第２の反応ガスに前記基板を暴露することと、
を含むことと、を含む方法。
【請求項６】
　前記暴露された第１の材料層がアルミニウムを含んでいる、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記暴露された第１の材料層が、Ａｌ金属、Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ、又はそれらの組み合
わせを含んでいる、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記暴露された第２の材料層が、ＴｉＯ２、ＴｉＮ、ＨｆＯ２、ＨｆＮ、ＺｒＯ２、Ｚ
ｒＮ、又はそれらの組み合わせを含んでいる、請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記ハロゲン含有ガスが、ＳｉＣｌ４、ＢＣｌ３、及びＣＣｌ４からなる群から選択さ
れる、請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ハロゲン含有ガスが、ＴｉＦ４、ＴｉＣｌ４、ＴｉＢｒ４、及びＴｉＩ４からなる
群から選択されるチタンハロゲン化物を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１１】
　前記アルキルアルミニウムが、ＡｌＭｅ３、Ａｌｔ３、ＡｌＰｒ３、及びＡｌ（ｉ－Ｂ
ｕ）３からなる群から選択される、請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　前記基板の温度が、約３００℃～約５００℃である、請求項５に記載の方法。
【請求項１３】
　前記追加の材料層がＴｉＡｌＯＸを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基板を前記ガスパルスシーケンスに前記暴露することが、前記第２の材料層をエッ
チングする、請求項５に記載の方法。
【請求項１５】
　基板を処理する方法であって、
　暴露された金属含有材料及び暴露された誘電体材料を含んでいる基板を処理チャンバ内
に設けることと、
　前記誘電体材料上に金属含有層を、及び前記金属含有層上に追加の金属含有層を堆積す
ることであって、前記追加の金属含有層の量が前記金属含有層の量よりも少量であること
と、
　前記基板をガスパルスシーケンスに暴露して、プラズマがない状態で前記金属含有層か
ら前記追加の金属含有層を除去することであって、前記ガスパルスシーケンスが、任意の
順序で、
　ハロゲン含有ガスを含んでいる第１の反応ガスに前記基板を暴露することと、
　アルキルアルミニウムを含んでいる第２の反応ガスに前記基板を暴露することと、
を含むことと、を含む方法。
【請求項１６】
　前記金属含有層が、ＴｉＯ２、ＴｉＮ、ＨｆＯ２、ＨｆＮ、ＺｒＯ２、ＺｒＮ、又はそ
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れらの組み合わせを含んでいる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ハロゲン含有ガスが、ＴｉＦ４、ＴｉＣｌ４、ＴｉＢｒ４、及びＴｉＩ４からなる
群から選択されるチタンハロゲン化物を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アルキルアルミニウムが、ＡｌＭｅ３、ＡｌＥｔ３、ＡｌＰｒ３、及びＡｌ（ｉ－
Ｂｕ）３からなる群から選択される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記金属含有材料が、Ａｌ金属、Ａｌ２Ｏ３、ＡｌＮ、又はそれらの組み合わせを含ん
でいる、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ハロゲン含有ガスが、ＳｉＣｌ４、ＢＣｌ３、及びＣＣｌ４からなる群から選択さ
れる、請求項１５に記載の方法。
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